






Fig. 3은 저온구조인 round-top 구조가 주로 형성되는 저온 영역인 1000oC와 

1100oC에서 입력기체비를 60으로 유지하며 증착압력 차이에 따라 SiC 증착물의 

morphology를 변화시킨 시편의 미세구조이다. Fig. 3(a)는 1000oC에서 100 torr 압력을 

유지하며 SiC 섬유 위에 성장한 film 형 SiC 증착물들이며 (화살표들), 이는 저온 증착영

역에서 일반적으로 관찰되는 SiC 증착물의 전형적인 morpology 이다.  반면 증착온도를 

1100oC로 하고 증착압력을 5 torr로 유지하며 증착반응을 진행시키면 Fig. 3 (b)에서 볼 

수 있는 whisker 형 SiC 증착물(화살표들)이 관찰된다. 일반적으로 SiC whisker가 성장

되는 기구로는 기체-액체-고체(VLS) 반응기구와 기체-고체(VS) 반응기구가 알려져 있

다12,13). VLS 기구로 반응을 하려면 whisker의 성장하는 끝부분에 구상의 액상 droplets

이 남아 있게 되며, 이를 위해서는 액상을 형성할 수 있는 금속촉매가 요구된다. 그러나 

본 연구에서 관찰된 whisker에서는 액상 droplets의 흔적이 관찰되지 않았으며, 또한 원

료물질의 순도나 반응 시스템을 고려하면 액상을 형성할 성분이 존재할 수 없었다. 한편, 

VS 반응기구로 반응하면 본 연구에서와 관찰된 whisker와 같이 성장하는 끝부분에 구상

이 존재하지 않게 된다. 이 반응기구를 보고한 연구결과들은 대표적인 반응으로 SiO와 C

의 반응인 carbothermal 환원반응을 예로 들 수 있지만, MTS-H2 시스템에는 해당되지 

않는다. 즉, MTS를 이용한 whisker의 성장은 VS 반응기구에 의하여 진행되지만 산소가 

개입되지 않고 whisker가 성장되는 반응이라 생각되며, 정확한 반응경로에 대해서는 추

후 연구가 필요하다. Whisker가 성장된 시편을 x선 회절 분석하여 형성된 상을 확인하

였으며, 그 결과를 Fig. 4에 나타내었다. 그림에서 볼 수 있듯이 β-SiC이 관찰되었으며, 

(111) 면의 성장이 많이 진행되었음을 알 수 있었다.

PyC도 C2H2를 원료물질로 화학증착시켜 증착층을 관찰하였다. Fig. 5는 흑연기판 위

에 1300oC, 10 torr 압력에서 1시간동안 증착된 PyC의 단면의 미세구조 사진이다. 앞의 









Fig. 4. X-ray diffraction patterns of SiC whisker 
deposits grown on Hi-NicalonTM SiC fabrics.
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